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Abstract (en)
[origin: US4149914A] A method of depositing a plurality of epitaxial monocrystalline layers of semiconductive materials onto an individual substrate
of a plurality of substrates via the sliding liquid phase epitaxy technique whereby the spacing between respective melt-containing chambers and
respective substrate-receiving recesses are substantially equal to one another and, during the deposition stage, the temperature of all melts located
on respective substrates is lowered a substantially identical amount so that a corresponding epitaxial layer grows on each such substrate.

Abstract (de)
Verfahren zum Abscheiden jeweils mehrerer einkristalliner Schichten (111, 112, 121) gleichzeitig auf mehreren Substraten (11, 12, 13) nach
dem Prinzip der Flüssigphasen-Schiebeepitaxie, wobei die abzuscheidenden Materialien in einzelnen Kammern (21, 22, 23) vorliegen und wobei
sowohl die Substrate (11, 12, 13) als auch die Kammern (21, 22, 23) in gleichen Abständen voneinander angeordnet sind und bei einem jeden
Abscheidevorgang die Temperatur aller sich jeweils auf einem Substrat (11, 12, 13) befindlichen Schmelzen um den gleichen Betrag gesenkt wird.
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